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CXYP 44

INSTYTUT TECHNOLOGI ELEKTRONOWEJ

Dioda Gunna

Informacja: prof, dr hab.. inz. Jerzy Klamka
tel. (0-22) 47 21 61
fox (0-22) 47 06 31

Diody CXYP 44 sy arsenkowo-galowymi diodami Gunna sredniej mocy w obﬁdowie

ceramiczno-metalowej. Wytwarzane sz w dwéch wersjach: CXYP 44A i1 CXYP 44B

o trzech poziomach mocy mikrofalowej w pasmie X.
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wartosé |
Nazwa parametru Symbol Jedn. SE
min. typ. max.
Napiecie wejsciowe U Vv 8 . 12
Prad wejsciowy
I I mA = e 5001)
: 2)
II II mA - = 700
III -II mA - o 10003}
E 3
1057
i S0 ii & * % =
Czestotliwosc generacji fo. GHz 10,6
Zakres przestrajania *
88 1
0 GHz i
mechanicznego 0,5 =
Temperaturowa czutosé gt HHZ/OC = - 1.8
przestrajania
Moc wyJjsciowa w zakresie
przestrajania mechanicz- mW 501] o i
e P, mW 1002’ 5§ g
mW 200°) 2
Oznaczenia: 1} - dla mocy 50 mW
2) - dla mocy 100 mW
3) - dla mocy 200 mW

*¥ - dla podtypu A;

** — dla podtypu B;

Przykladowe oznaczenie diody: CXYP 44B2 - dla diody o mocy 100 mW, generuja-

cej na czgstotliwosci 10,6 GHz.
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